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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПЛИС от компании BMTI

Партномер
Параметры радиационной стойкости

Тип корпуса Аналог от Xilinx
TID, крад (Si)

2SEL, МэВ·см /мг SEU, 2МэВ·см /мг

BQR7K325TARAB

≥200 ≥75

--

CCGA900 XQ7K325T

BQR7K410TRAB CCGA900 XQ7K410T

BQR7VX330TRAB CCGA1761 XQ7VX330T

BQR7VX690TARAB
CCGA1761;                                     
CCGA1927

XQ7VX690T

BQRVU3PRAB CCGA1517 XCVU3P

BQRVU9PRAB CCGA1761 XCVU9P

BQR5VSX50T

≥150 ≥75

CCGA1136 XQ5VSX50T

BQR5VSX95T CCGA1136 XQ5VSX95T

BQR5VLX155T CCGA1738 XQ5VLX155T

BQR5VSX240T CCGA1738 XQ5VSX240T

BQR2V6000

≥100 ≥75 ≥15

CCGA1144 XQR2V6000

BQR2V3000 CCGA717 XQR2V3000

BQR2V1000 CBGA575 XQR2V1000

BQVR300RH CQFP228 XQVR300

Партномер
Логических 

ячеек
Частота, 

МГц
Портов I/O

TID, крад 
(Si)

SEL, 
2

МэВ·см /мг
SEU, 

2
МэВ·см /мг

Тип корпуса
 Аналоги от 
Microsemi

BSTRTAX2000 21 504 350 418
≥150 ≥90 ≥13

CQFP352 RTAX2000S

BSTRTAX1000 12 096 350 402 CLGA624 RTAX1000S

BSTRT54SX72A
4 024 156 212

≥100 ≥75 ≥22

CQFP256
RT54SX72S

CQFP208

BSTRT54SX32S 1 800 200 173 CQFP208 RT54SX32S

} Количество логических ячеек: 693 120
} Рабочая частота: 625 МГц
} Объем памяти: 52,920 кб
} Максимальное количество вводов-выводов: 600–1000
} Тип корпуса: RF1930, RF1927, RF1761, RF1157

2} Порог единичного события (SEL LET): 76.3 МэВ·см /мг
} Аналог р2р: XC7VX690T  Xilinx

Высокопроизводительная ПЛИС BSTSP700T
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ПЛИС от компании BEST

BSTSP700T



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Многоядерная система на кристалле SoC2012

Высокопроизводительная система на кристалле SoC2018

} Архитектура: SPARC V8
} Частота: 100 МГц
} Производительность: 300 MIPS/75 MFLOPS на частоте 100 МГц при 

энергопотреблении менее 1 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.08–1.32 В
◦ I/O: 2.97–3.63 В

} Память:
◦ Кэш данных: 8 кб
◦ Кэша инструкций: 8 кб

} Интерфейсы: 1553B, UART, GPIO
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
2

◦ SEL: 75 МэВ·см /мг
} Тип корпуса: CQFP256

} Архитектура: Cortex-A9
} Частота: 800 МГц
} Производительность: 1000 MIPS / 500 MFLOPS на частоте 500 МГц 

при энергопотреблении менее 2 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.26 В
◦ I/O: 3.3 В

} Интерфейсы: 1553B, SpaceWire, CAN
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
2

◦ SEL: 75 МэВ·см /мг
} Тип корпуса: CCGA868

Программируемый модуль обработки сигналов SiP6117

} Вентили: 3 млн
} Напряжение: 5 В, 3.3 В, 1.5 В
} АЦП:

◦ Высокоточный АЦП: 2 канала, 3 MSPS, 14-бит
◦ Многоканальный АЦП: 8 каналов, 1 MSPS, 12-бит

} ЦАП: Высокоточный ЦАП: 1 канал, 50 MSPS, 14-бит
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
2

◦ SEL: 99.8 МэВ·см /мг
} Тип корпуса: CQFP240
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

 Многофункциональный высокопроизводительный чип SoC5001

Высокопроизводительная система на кристалле XYR2020

} Архитектура: RISC-V
} Частота: 500 МГц
} Производительность: 1000 MIPS на частоте 500 МГц при 

энергопотреблении менее 0.03 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 0.99–1.21 В
◦ I/O: 1.8–3.3 В

} Память:
◦ SYSRAM: 32 кб
◦ IRAM: 32 кб
◦ DRAM: 32 кб
◦ ROM: 64 кб
◦ ICACHE: 2 кб
◦ DCACHE: 2 кб

} Интерфейсы: UART, SPI, CAN, TIMER, GPIO
} Тип корпуса: LQFP176

} Архитектура: RISC-V
} Частота: 500 МГц
} Производительность: 1000 MIPS на частоте 500 МГц при 

энергопотреблении менее 3.5 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.2 В
◦ I/O: 3.3 В
◦ DDR2: 1.8 В
◦ DDR3: 1.5 В
◦ SERDES: 2.5 В

} Память:
◦ ICACHE: 32 кб
◦ DCACHE: 32 кб
◦ IRAM: 256 кб
◦ DRAM: 512 кб

} Интерфейсы: Ethernet 10M/100M/1000M, SpaceWire, UART, QSPI, SPI, 
CAN, ePWM, I2C, 1553B, GPIO, TIMER, WDT, ШИМ

} Показатели радстойкости:
◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CCGA1144
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SoC5001



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

А1013Q чип с четырьмя последовательными портами

Универсальный модуль бортового компьютера типа SiP2120

} Архитектура: SPARC V8
} Производительность: 300 MIPS / 75 MFLOPS на частоте 100 МГц при 

энергопотреблении менее 1 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.2 В
◦ I/O: 3.3 В

} Память:
◦ SRAM: 20 Мб, 40 бит
◦ FLASH: 32 Мб, 8 бит

} Интерфейсы: CAN, SPI, GPIO, RTC, 1553B, DSU
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CCGA496

} Потребляемая мощность: менее 0.4 Вт при частоте 20 МГц
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.1–1.3 В
◦ I/O: 3.0–3.6 В

} Память: FIFO: 256 байт
} Интерфейсы: 4-канальный UART
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CPGA84

Универсальный модуль бортового компьютера типа SiP2115

} Архитектура: SPARC V8
} Производительность: 86 MIPS / 25 MFLOPS на частоте 100 МГц при 

энергопотреблении менее 0.7 Вт
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.2 В
◦ I/O: 3.3 В

} Память:
◦ SRAM: 20 Мб, 40 бит
◦ FLASH: 40 Мб, 40 бит

} Интерфейсы: 1553B, UART, DSU, GPIO, RTC
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CQFP256
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

A6016 сверхвысокоточный «Звездный датчик»

XYA5101 Многофункциональный высокопроизводительный процессорный чип 

А6017 Интерфейсный чип

} Частота: 30 МГц / 60 МГц / 120 МГц
} Потребляемая мощность: менее 1 Вт при частоте 120 МГц
} Напряжение:

◦ Ядро: 1.2 В (±10 %)
◦ I/O: 3.3 В (±10 %)

} Память:
◦ FLASH: 16 Гб (2Г × 8 бит)
◦ SRAM: 64 Мб (4М × 16 бит)

} Интерфейсы: UART, SPI
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CCGA564

} Частота:  20 МГц (до 50 МГц)
} Потребляемая мощность: менее 0.5 Вт при частоте 20 МГц
} Интерфейсы: CAN, SPI, GPIO, модуль сбора частоты, модули 

синхронного и асинхронного последовательного портов, модуль 
времени, логический модуль переменного тока

} Показатели радстойкости:
◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Тип корпуса: CCGA564

} Архитектура: Cortex-A9
} Частота: 800 МГц
} Производительность: менее 1 Вт при 500 МГц
} Напряжение: 1.26–3.3 В
} Память: SRAM: 2 Мб
} Интерфейсы: SpaceWire, 1553B, UART×SPI, PCI, CAN, GPIO, TIMER
} Тип корпуса: PBGA868
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Память от компании XMTI
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Партномер Тип памяти Объем Конфигурация

Параметры радиационной 
стойкости Тип 

корпуса
Аналог от 3D-PLUS

TID, крад (Si)
SEL, 

МэВ·см²/мг

LSMR1M08VS1E1 MRAM 1 Mб 128K×8 50 99,3 SOP44 3DMR1M08VS1426

LSMR2M16VS2E1 MRAM 2 Mб 128K×16 50 99,3 SOP54 3DMR2M16VS2427

LSMR4M08VS4E1 MRAM 4 Mб 512K×8 50 99,3 SOP44 3DMR4M08VS4428

LSMR4M16VB1E1 MRAM 4 Mб 256K×16 - - LGA44

LSMR8M08VS8E1 MRAM 8 Mб 1M×8 50 99,3 SOP44 3DMR8M08VS8666

LSMR8M32VS8E1 MRAM 8 Mб 256K×32 50 99,3 SOP68 3DMR8M32VS8420

LSMR16M08VS1E1 MRAM 16 Mб 2M×8 50 99,3 SOP54

LSMR64M08VS4E1 MRAM 64 Mб 256K×32 50 99,3 SOP54 3DMR64M08VS4476

LSFN8G08VS1M1 NAND FLASH 8 Гб 1G×8 50 75 SOP50 3DFN8G08VS1706

LSFN16G08VS1M1 NAND FLASH 16 Гб 2G×8 50 62,5 SOP50 3DFN16G08VS1712

LSFN16G08VS2M1 NAND FLASH 16 Гб 2G×8 50 75 SOP50 3DFN16G08VS2705

LSFN32G08VS2M1 NAND FLASH 32 Гб 4G×8b 50 62,5 SOP50 3DFN32G08VS2711

LSFN32G08VS4M1 NAND FLASH 32 Гб 4G×8b 50 75 SOP50 3DFN32G08VS4704

LSFN64G08VS4M1 NAND FLASH 64 Гб 8G×8 50 62,5 SOP50 3DFN64G08VS4309

LSFN64G08VS8M1 NAND FLASH 64 Гб 8G×8 50 75 SOP50 3DFN64G08VS8695

LSFN128G08VS8M1 NAND FLASH 128 Гб 16G×8 50 62,5 SOP50 3DFN128G08VS8308

LSFN2T16VB4K1 NAND FLASH 2 Тб 128G×16 TBD TBD BGA193 -

LSFN2T32VB4K1 NAND FLASH 2 Тб 64G×32 TBD TBD BGA193 -

LSEE1M08VS1R1 EEPROM 1 Мб 128K×8 10 79,24 SOP40 3DEE1M08VS1192

LSEE1M08VS1R1 EEPROM 1 Мб 128K×8 10 79,24 SOP40 3DEE1M08VS1193

LSEE2M08VS2R1 EEPROM 2 Мб 256K×16 10 79,24 SOP40 3DEE2M08VS2154

LSEE4M08VS4R1 EEPROM 4 Мб 512K×8 10 79,24 SOP40 3DEE4M08VS4145

LSEE4M32VS4R1 EEPROM 4 Мб 128K×32 10 79,24 SOP40 3DEE4M32VS4162

LSEE5M40VS5R1 EEPROM 5 Мб 128K×40 10 79,24 SOP64 3DEE5M40VS5257

LSEE8M08VS8R1 EEPROM 8 Мб 1M×8 10 79,24 SOP40 3DEE8M08VS8190

LSEE8M32VS8R1 EEPROM 8 Мб 256K×32 10 79,24 SOP64 3DEE8M32VS8094

LSSR4M16VS1R1 SRAM 4 Мб 256K×16 100 81,4 SOP44 3DSR4M16VS1690

LSSR8M16VS2R1 SRAM 8 Мб 512K×16 100 81,4 SOP54 3DSR8M16VS2505

LSSR8M32VS2R1 SRAM 8 Мб 256K×32 100 81,4 SOP64 3DSR8M32VS2503

LSSR16M16VS4R1 SRAM 16 Мб 1M×16b 100 81,4 SOP54 3DSR16M16VS4502

LSSR16M32VS4R1 SRAM 16 Мб 512K×32 100 81,4 SOP64
3DSR16M32VS4500 
3DSR16M32VS4085



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Партномер 
Тип 

памяти
Объем Конфигурация

Параметры радиационной 
стойкости Тип 

корпуса
Аналог от 3D-PLUS

TID, крад (Si) SEL, МэВ·см²/мг

LSSD512M16VS1I1 SDRAM 512M 32M×16 50 75,4 SOP54
3DSD512M16VS1605 
3DSD512M16VS1288

LSSD1G08VS2I1 SDRAM 1G 128M×8 50 75,4 SOP54 3DSD1G08VS2685

LSSD1G16VS2I2 SDRAM 1G 64M×16 50 75,4 SOP54 3DSD1G16VS2620

LSSD1G32VS2I1 SDRAM 1G 32M×32 50 75,4 SOP70
3DSD1G32VS2490 
3DSD1G32VS2141

LSSD1G48VB2I1 SDRAM 1G 32M×48 50 75,4 BGA215 3DSD1G48VB2820

LSSD2G08VS4I1 SDRAM 2G 256M×8 50 75,4 SOP54 3DSD2G08VS4686

LSSD2G16VS4I1 SDRAM 2G 128M×16 50 75,4 SOP54 3DSD2G16VS4767

LSSD2G32VS4I1 SDRAM 2G 64M×32 50 75,4 SOP70
   3DSD2G32VS4484   
3DSD2G32VS4280

LSSD2G64VB4I1 SDRAM 2G 32M×64 50 75,4 BGA119 3DSD2G64VB4488

LSSD2G40VS5I1 SDRAM 2,56G 64M×40 50 75,4 SOP70 3DSD2G40VS5493

LSSD2G72VS5I1 SDRAM 2G 32M×72 50 75,4 BGA134 3DSD2G72VB5489

LSSD4G08VS8I1 SDRAM 4G 512M×8 50 75,4 SOP58 3DSD4G08VS8613

LSSD4G16VS8I1 SDRAM 4G 256M×16 50 75,4 SOP62 3DSD4G16VS8483

 — 10 —

LS4D64G80LB2CH1 DDR4 64G 1024M×80 50 37 BGA363 3D4D64G80LB2860

LS4D48G48LB2CH1 DDR4 48G 1024M×48 50 37 BGA259 3D4D48G48LB2825

LS4D32G72LB2CH1 DDR4 32G 512M×72 50 37 BGA259 3D4D32G72LB2805

LS4D24G48LB2CH1 DDR4 24G 512M×48 50 37 BGA259 3D4D24G48LB2833

LS4D16G72LB2CH1 DDR4 16G 256M×72 50 37 BGA259 3D4D16G72LB2832

LS3D16G16WB2I1 DDR3 16G 1G×16 75 75,4 BGA96  3D3D16G16WB2659

LS3D16G72WB2I1 DDR3 16G 256M×72 75 75,4 BGA199 3D3D16G72WB2723

LS3D24G48WB2I1 DDR3 24G 512M×48 75 75,4 BGA239 3D3D24G48YB2732

LS2D1G08US1I1 DDR2 1G 128M×8 100 86,5 SOP74 3D2D1G08US1285

LS2D2G08US2I1 DDR2 2G 256M×8 100 86,5 SOP74 3D2D2G08US2662

LS2D2G16UB2I1 DDR2 2G 128M×16 100 86,5 BGA95 3D2D2G16UB2684

LS2D4G08US4I1 DDR2 4G 512M×8 100 86,5 SOP74 3D2D4G08US4661

LS2D4G72UB3I1 DDR2 4G 64M×72 100 86,5 BGA191 3D2D4G72UB3652

LS2D8G08US8I1 DDR2 8G 1G×8 100 86,5 SOP88 3D2D8G08US8663

LSSR2OM4OVS6R1 SRAM 2OM 512K×40 100 81,4 SOP84 3DSR20M40VS2708

LSSR32M32VS8R1 SRAM 32Mb 1M×32 100 81,4 SOP68 3DSR32M32VS8504

LSSR64M32VS2CH1 SRAM 64M 2M×32 TBD TBD TBD

Память от компании XMTI



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Память от компании BMTI

Партномер Тип памяти Ёмкость

Параметры рад-ой 
стойкости

Тип корпуса Аналог
Производитель 

аналогаTID, крад 
(Si)

SEL,МэВ·
см²/мг

B7156ARH Асинхронная 
SRAM

32K×8 100 75 CDIP28 UT7156 UTMC

B65608EARH Асинхронная 
SRAM

128K×8 100 75 CQFP68 M65608E AMTEL

B8R128K32RH Асинхронная 
SRAM

128K×32 100 75 CQFP68 UT8R128K32 AEROFLEX

B8R512K8ARH Асинхронная  
SRAM

512K×8 100 75 CFP36 UT8R512K8 AEROFLEX

B9Q512ERFC Асинхронная 
SRAM

512K×8 100 75 CFP36 UT8Q512E AEROFLEX

B8CR512K32ARH Асинхронная 
SRAM

512K×32 100 75 CQFP68 UT8CR512K32 AEROFLEX

B9Q512K32ERH Асинхронная 
SRAM

512K×32 100 75 CFP68 UT8Q512K32E AEROFLEX

B8R512K39RH MCM  SRAM 512K×39 100 75 CQFP84

B8CR1M32RH MCM  SRAM 56 100 75 CQFP84 UT8ER1M32 AEROFLEX

B8CR1M39RH MCM  SRAM 1M×39 100 75 CQFP84 UT8R1M39 AEROFLEX

B8CR2M32RH MCM  SRAM 2M×32 100 75 CQFP84 UT8ER2M32 AEROFLEX

B7134RH Асинхронная 
2 port SRAM

4K×8 100 75 CDIP48 IDT7134 IDT

B7006RH Асинхронная  2 
port SRAM

16K×8 100 75 CQFP68 IDT7006 IDT

B1480RH Синхронная SRAM 2M×36 100 75 CBGA165 CY7C1480V33 CYPRESS

B1472RH NOBL SRAM 4M×18 100 75 CBGA165 CY7C1472BV33 CYPRESS

B1245FAB QDR  SRAM 1M×36 300 75 CBGA165 CY7C12451KV18 CYPRESS

B1545FAB QDR  SRAM 2M×36 300 75 CBGA165 CYRS1545AV18 CYPRESS

B1645RH QDR  SRAM 4M×36 300 75 CBGA165 CY7C1645KV18 CYPRESS

B4142RH QDR  SRAM 4M×36 300 75 CCCGA361 CY7C4141KV13 CYPRESS

B7204ARH Асинхронная 
FIFO

4K×9 100 75 CDIP28 IDT7204 IDT

B6664RH EPROM 8K×8 100 75 CDIP28 HS-6664RH INTERSIL

B28F256RH EPROM 32K×8 100 75 CDIP28, 
CFP28

UT28F256QLE AEROFLEX

B28F256LVRH EPROM 32K×8 100 75 CDIP28, 
CFP28

UT28F256LVQLE AEROFLEX

B17V16RQC ПЗУ для ПЛИС 16M 100 75 CQFJ44 XQR17V16 XILINX

B18V04RQC ПЗУ для ПЛИС 4M 100 75 CQFJ44 XQR18V04 XILINX

B17V64RQC ПЗУ для ПЛИС 64M 100 75 CQFJ44

B17V128RQC ПЗУ для ПЛИС 128M 100 75 CQFJ68



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

} Емкость памяти: 16 Гбит (512 Мбит x 32)
} Скорость передачи данных: 1866 Мбит/с
} Поддержка режимов самообновления и автообновления
} Общая доза излучения (TID): ≥100 крад (Si)

2
} Порог единичного события (SEL): ≥ 75 МэВ·см /мг
} Аналог:  W3J512M32 , Microsemi
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Радиационно стойкая память BST3L16G32 стандарта DDR3

Характеристики Емкость Время доступа, нс Напряжение,  В Тип корпуса TID, крад (Si) SEL (МэВ·см²/мг)

DDR3 4–16 Гб 1600–1866 Мбит/с 1.35 FBGA 96/204 100 75

DDR4 8–64 Гб 2666–3200 Мбит/с 1.2 FBGA 78/96/321 100 15

Асинхронная 
SRAM 

4–64 Мб 20–25 3–3.5 CFP 36/86         
CQFP 76/84 

50–150 37–90

2l port SRAM 128 Кб (8K×16) 45 5 CQFP 84 100 75

EPROM 64–256 Кб 45–65 3.3–5 CFP/CDIP 28 100 99.8

EEPROM 5–8 Мб 200 3.3 CSOP54 100 12

MRAM 16 Mб (1M×16) 40 3.3 CSOP54        
BGA48

100 75

Микросхемы памяти от компании BEST

BST3L16G32



Микросхемы интерфейсов от компании BEST

Список радиационно стойких микросхем интерфейсов для бортовой аппаратуры

Шина
Подкатегория 

товара
Партномер

Рабочее 
напряже
ние, В

Макс. скорость, 
Мбит/с

Тип 
корпуса

Уровни качества  Аналоги

1553B
1553B module

BSTR61580S6-1H 5 1 CPGA70 H, CAST C BU-61580S6

BSTR63825D6-1H 5 1 CPGA70 H, CAST C BU-63825D6

BSTR64843GC-1H 3.3 1 CQFP80 H, CAST C BU-64843GC-140

1553B terminal BSTR65170S6-1H 5 1 CPGA70 H, CAST C BU-65170S6

CAN
CAN transceiver

BSTR82C250AD 5 1 CDIP8 Space PCA82C250

BSTR82C250AJ 5 1 CSOJ8 Space PCA82C250

LVDS

LVDS receiver BSTRLVDS032LV 3.3 200 CFP16 CAST C UT54LVDS032LV

LVDS transceiver BSTRLVDS1616LV 3.3 400 CQFP132 B, SAST —

LVDS transmitter BSTRLVDS031LV 3.3 400 CFP16 B UT54LVDS031LV

MLVDS receiver BSTRMLVD048 3.3 250 CQFP48 Space SN65MLVD048

MLVDS transceiver

BSTRMLVD201 3.3 200 CFP8 Space SN65MLVD201

BSTRMLVD203 3.3 200 CFP14 Space SN65MLVD203

BSTRMLVD206 3.3 200 CFP8 Space SN65MLVD206

BSTRMLVD207 3.3 200 CFP14 Space SN65MLVD207

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Более 150 моделей микросхем интерфейсов 1553B, LVDS, CAN, RS485/422, RS232, Ethernet, 
I2C, преобразователи уровней, включая 23 радиационно стойкие версии обеспечивают 
решение большинства задач.

Шина
Подкатегория 

товара
Партномер

Рабочее 
напряже
ние, В

Макс. скорость, 
Мбит/с

Тип 
корпуса

Уровни качества  Аналоги

RS485
\422

RS422 приёмник

BSTR26C32D-S 5 10 CDIP16 B, SAST, CAST C HS1-26C32RH

BSTR26C32F-S 5 10 CFP16 B, SAST, CAST C HS9-26C32RH

BSTR26CLV32F 3.3 10 CFP16 B, SAST, CAST C HS9-26CLV32RH

RS422 
приёмопередатчик

BSTR71248 3.3 10 CBGA196 B, SAST —

BSTR71258 5 10 CBGA196 B, SAST —

RS422 передатчик

BSTR26C31AD 5 10 CDIP16 B, SAST, CAST C HS1-26C31RH

BSTR26C31AF 5 10 CFP16 B, SAST, CAST C HS9-26C31RH

BSTR26CLV31AF 3.3 10 CFP16 B, SAST, CAST C HS9-26CLV31RH

RS485 
приёмопередатчик

BSTJR485 5 2,5 CDIP8 CAST C MAX485MJA

Список радиационно стойких микросхем интерфейсов для бортовой аппаратуры
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КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ТАКТИРОВАНИЯ

} Диапазон частот: 10 ~ 80 МГц
} Напряжение питания: +12 В
} Стабильность частоты: ±10 ppb
} Фазовый шум: –140 дБн/Гц@1 кГц
} Рабочий температурный диапазон: –40…+70 °C

Кварцевые генераторы и резонаторы от компании BEST

Радиационно стойкие компоненты для тактирования:

} Кварцевые резонаторы
} Кварцевые генераторы (XO)
} Кварцевые генераторы, управляемые напряжением (VCXO)
} Термокомпенсированные кварцевые генераторы (TCXO)
} Термостатированные кварцевые генераторы (OCXO)
} Аналоги Rakon

Радиационно стойкий термостатированный кварцевый генератор BSTD-573

Радиационно стойкий термокомпенсированный кварцевый генератор BSTC-570

} Диапазон частот: 10 ~ 120 МГц
} Напряжение питания: +3.3 В, +5 В, +12 В
} Стабильность частоты: ±1 ppm
} Фазовый шум: –145 дБн/Гц@ 1кГц
} Рабочий температурный диапазон: –55…+85 °C
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BSTD-570



} Широкий диапазон входного напряжения (1.5–26 В)
} Максимальный выходной ток 1.5–7.5 А
} Тип корпуса: SMD-1. FCP10. TO-257
} Cтойкость к радиации
} Аналоги M.S. Kennedy

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

} Регулируемое выходное напряжение: (1.24–5 В)
} Выходной ток: 1.5 А
} Успешный опыт применения в РФ
} Аналог:  MSK5101-00, M.S. Kennedy

} Диапазон входного напряжения: 4.5–5.5 В
} Выходное напряжение: 1–3.3 В (регулируемое)
} Выходной ток: 10–20 А
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад ( )Si
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Аналоги: Interpoint, VPT

Линейные регуляторы напряжения (LDO) от компании XMTI

 POL-модули от компании XMTI 

Силовые Mosfet-транзисторы от компании XMTI

N Mosfet-канальные -транзисторы

} Напряжение пробоя: 20–600 В
} Максимальный ток стока: 69 А
} Минимальное сопротивление открытого канала: 5 мОм
} Диапазон рабочих температур: от –55…+125 °С
} TID Si: 100 крад ( )
} SEE: 75 МэВ·см²/мг
} Аналоги серий JANS International Rectifier

P Mosfet-канальные -транзисторы

} 2Напряжение пробоя: 20– 00 В
} 38Максимальный ток стока:  А
} Минимальное сопротивление открытого канала: 50 мОм
} Диапазон рабочих температур: от –55…+125 °С
} TID Si: 100 крад ( )
} SEE: 75 МэВ·см²/мг
} Аналоги серий JANS International Rectifier
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LW5101-00



DC/DC-преобразователи от компании XMTI

} Широкий диапазон входного напряжения: 20–50 В
} Выходная мощность: от 1.5 до 120 Вт
} Топология: обратноходовая и прямоходовая
} Диапазон рабочих температур: от -55℃ до +125℃
} Гибридная герметичная технология
} Магнитная обратная связь, без оптоизоляторов
} TID: 100 крад (Si)
} SEE: 75 МэВ·см²/мг
} Аналоги: Interpoint, VPT 

} Выходная мощность: 60 Вт
} Выходное напряжение: 12 В
} Количество выходов: 1
} Успешный опыт применения в РФ
} Аналоги: MFL2812S, Interpoint 

} Широкий диапазон входного напряжения: 80–120 В
} Выходная мощность: 5–120 Вт
} Топология: обратноходовая и прямоходовая
} Диапазон рабочих температур: –55…+125 °С
} Гибридная герметичная технология
} Магнитная обратная связь, без оптоизоляторов
} TID: 100 крад (Si)
} SEE: 75 МэВ·см²/мг
} Аналоги:  Interpoint, VPT

} Выходная мощность: 120 Вт
} Выходное напряжение: 28 В
} Количество выходов: 1
} Характеристики лучше, чем у американского 

оригинального продукта
} Аналоги:  AFL12028S, International  Rectifier

} Входное напряжение: 20–50 В, 80–120 В
} Выходной ток: 0.8–15 А
} Диапазон рабочих температур: -55–125°C
} TID: 100 крад (Si)
} SEE: 75 МэВ·см²/мг
} Аналоги: Interpoint. VPT

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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LDCD/(20-50)-12-60/SP

LDCD/100W-28-120U/SP

DC/DC-преобразователи  для работы с номинальным входным напряжением 28/42 В

DC/DC преобразователи  для работы с номинальным входным напряжением 100 В

Фильтры для подавления электромагнитных помех



СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

} Диапазон входного напряжения: 3–6.3 В
} Выходное напряжение: 0.8–5 В
} Максимальный выходной ток: 4 А
} КПД: до 94%
} Cтойкость к радиации
} Аналог: TPS50601-SP Texas Instruments

} Максимальное количество ячеек АКБ: 6                   
} Измерение температуры                                             
} Диагностика системы                                                                          
} Интерфейс SPI
} Напряжение питания: 8 – 30 В
} Точность дискретизации: –10...+10 мВ
} Время дискретизации: 5 мкс
} Стойкость к радиации       
} Аналог: AD7280A Analog Devices 

Микросхемы мониторинга li-ion-аккумулятора от компании BMTI*
(ожидается в 2026 году)

} Диапазон входного напряжения: 1.5–12 В
} Выходное напряжение: 1.5–9 В (регулировка)
} Максимальный выходной ток: 3 А
} Стойкость к радиации
} Аналоги: TPS7H1101-SP Texas Instruments, 

RHFL4913 ST Microelectronics

Понижающие преобразователи напряжения (BUCK) от компании BMTI

Линейные регуляторы напряжения (LDO) от компании BMTI
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

DC/DC-преобразователи  для работы с номинальным входным напряжением 28/42 В

} Широкий диапазон входного напряжения: 20–50 В
} Выходное напряжение: 5–28 В (однополярные, двуполярные, 

триполярные)
} Выходная мощность: 1.5–600 Вт
} Возможность параллельного подключения
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEE: 75 МэВ·см²/мг

} Аналоги: Interpoint, VPT, International Rectfier

DC/DC-преобразователи  для работы с номинальным входным напряжением 100 В

} Диапазон входного напряжения: 70–120 В
} Выходное напряжение: 2.5–28 В (однополярные, двуполярные)
} Выходная мощность: 5–350 Вт
} Возможность параллельного подключения
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEE: 75 МэВ·см²/мг

} Аналоги: Interpoint, VPT, International Rectifier

BST/100-28-350/SP

} Выходная мощность: 350 Вт
} Выходное напряжение: 28 В
} Количество выходов: 1

 POL-модули

} Диапазон входного напряжения: 4.5–5.5 В
} Выходное напряжение: 0.8–3.3 В (регулируемое)
} Выходной ток: 10-20 А
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEE: 75 МэВ·см²/мг

} Аналоги: Interpoint, VPT

Фильтры  подавления электромагнитных помех

} Входное напряжение: 20–50 В, 80–120 В
} Выходной ток: 0.8–15 А
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEE: 75 МэВ·см²/мг

} Аналоги: Interpoint, VPT

DC/DC-преобразователи от компании BEST
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 ИМС питания

} Линейные стабилизаторы напряжения
} Питание DDR
} Управление АКБ
} POL-модули
} DC/DC-преобразователи
} ШИМ-контроллеры
} Charge Pump
} Контроллеры защиты от рад. излучения
} Драйверы (GaN, MOS, Half-Bridge)
} Cупервизоры
} Источники опорного напряжения

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

POL BSTM1230RH

} Входное напряжение: 4–14 В
} Выходное напряжение: 0.6–5.5 В (регулировка)
} Максимальный выходной ток: 30 A
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Аналог: LTM4630 Analog Devices

} Питание управляющих цепей: 3 ~ 6.3 В
} Питание силовых цепей: 1.6 ~ 6.3 В
} Максимальный ток нагрузки: 6 А
} Выходное напряжение: 0.795 ~ 5.5 В
} Показатели радстойкости:

◦ TID: 100 крад (Si)
◦ SEL: 75 МэВ·см²/мг

} Аналог: TPS50601-SP Texas Instruments

Радиационно стойкий понижающий преобразователь BST2111RHT

Радиационно стойкие компоненты управления питанием:
} Понижающие DC/DC-преобразователи
} Супервизоры
} LDO
} POL-модули

Микросхемы управления питанием от компании BEST 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Радиационно стойкие DSUB-соединители

} Соответствуют требованиям  ESA/ESCC3401 и MIL-DTL-24308                     
и  взаимозаменяемы с зарубежными продуктами той же спецификации

} Количество контактов:
◦ от 9 до 50 для стандартной плотности
◦ от 15 до 78 для повышенной плотности
◦ от 2 до 9 силовых контактов для комбинированных разъемов
◦ максимальное количество силовых контактов 5 

} Максимальный ток:
◦ 3 А для сигнальных контактов типоразмера #22
◦ от 5 до 7.5 А для сигнальных контактов типоразмера #20
◦ 40 А для силовых контактов типоразмера #8

} Рабочее напряжение на уровне моря: 300 В 
} Механическая стойкость: 500 циклов сочленения 
} Корпуса покрыты золотом 0,72 микрон
} Низкая остаточная намагниченность: ≤200 гамма, при намагничивании 

5000 Гс
} Устойчивые к дегазации материалы: TML: ≤1%, CVCM: ≤0.1%
} Показатели радстойкости::

5
◦ Накопленная доза: 5×10  рад
◦ Мощность дозы: 0,5 Гр/с

} Расширенный температурный диапазон: –65…+125 ℃
} Аналоги: C&K, Glenair, Smiths Interconnect

} Полностью сварная и герметичная конструкция корпуса
} От одной до шести групп переключающих контактов (Form C)
} Коммутируемые токи: от 0,5 до 10 А
} Предельное напряжение нагрузки: 28 В⎓/115 В∿
} Номинальное напряжение катушки: от 5 до 27 В⎓ 

-3
} Низкая скорость утечки: 0,01 мбар·л/с (1×10  Па·м³/с)
} Устойчивость к вибрациям до: 30g в диапазоне частот 10 ~ 3000 Гц
} Устойчивость к ударам до: 100g в течении 6 мс
} Устойчивость к ускорению до: 50g
} Расширенный температурный диапазон: –65…+125℃
} Аналоги: Teledyne, TE Connectivity/CII, Leach/Esterline

Guilin Aerospace
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 Zhengzhou Aerospace
Electronic Technology

Высоконадежные герметичные реле

} Соответствуют требованиям стандарта GJB598A-96 (аналог MIL-C-26482)
} Для соединений типа кабель-панель
} Механическая стойкость: 500 циклов сочленения 
} Выдерживают высокий вакуум: до 0,8 кПа
} Устойчивые к дегазации материалы: TML: ≤5%, CVCM: ≤1%
} Расширенный температурный диапазон: –55…+200℃
} 9 типоразмеров корпусов
} От 3 до 61 контакта
} Аналоги: Glenair, Smiths Interconnect

Цилиндрические стеклогерметичные соединители серии YB
с байонетной защелкой



ВЧ/СВЧ-КОМПОНЕНТЫ

 
Компания предоставляет решения для связи в диапазоне Dc–67 ГГц, на основе которых можно 
собрать полный ВЧ-тракт
Список продукции:  Смесители, Делители мощности, Аттенюаторы, Усилители, Множители 
частоты, Переключатели, ГУНы, Делители частоты, Фазовращатели, Системы ФАПЧ, Приемо-
передающие модули, Фильтры, Детекторы, Ограничители, Транзисторы

} Рабочий диапазон: 5 ~ 18 ГГц; 
} Полудуплексный режим приема и передачи с временным разделением;
} Радиочастотный канал 4T4R, интегрированная сеть успешного разделения/синтеза; 
} Управление фазой 360° / 7 бит / LSB = 2,8°
} Управление ослаблением 31,5 дБ /6 бит/LSB = 0,5 дБ
} Интегрированное управление смещением и каналом
} Интегрированный температурный датчик
} Встроенный АЦП квантования
} Встроенный накопитель луча
} Встроенный детектор мощности
} Одноконтактное управление, быстро переключающее состояния приемопередатчика
} Стандартная логика управления SPI-4
} Размеры корпуса WLCSP 6,20×6,05×0,725 мм 

Формирователь диаграммы направленности луча ФАР
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Рис. 1. Блок схема работы устройства

Для производства ВЧ-компонентов используются технологии GaN и GaAs. Для космических 
применений GaN значительно превосходит GaAs по радиационной стойкости, демонстрируя 
потенциал к сверхвысоким накопленным дозам (>1 Мрад) и исключительную устойчивость к 
одиночным сбоям. GaAs, будучи зрелой технологией, подходит только для миссий с умеренной 
радиационной нагрузкой, требуя обязательного экранирования. Поскольку сертификаты 
обычно закрыты, ключевой этап выбора — запрос у производителя отчетов по радиационным 
испытаниям (RHA) и летной истории компонентов.



ВЧ/СВЧ-КОМПОНЕНТЫ

Широкий ассортимент компонентов, 
произведенных по технологиям GaN и GaAs:
} Многофункциональные микросхемы
} Приемопередающие микросхемы
} Усилители мощности
} Малошумящие усилители
} Цифровые аттенюаторы
} Цифровые фазовращатели
} Задержки реального времени
} Переключатели

} Широкополосные усилители
} Умножители частоты
} Делители мощности
} Смесители
} Ограничители
} Синтезаторы
} Преобразователи частоты
} Детекторные диоды и т.д
} Аналоги: Qorvo, MACOM, Analog Device, 

Hittite, Sumitomo

} Аналоги популярных западных производителей, зачастую превосходящие по 
параметрам оригиналы

} Подтвержденные тесты на радиационную стойкость с соответствующими 
документами

} Интегрированные радиационно стойкие решения: 
◦ программируемые ВЧ передатчики с рабочей полосой частот до 18 ГГц и полосой 

пропускания до 500 МГц
◦ системы ФАПЧ с рабочей полосой частот до 13 ГГц, решения как с интегрированным 

ГУНом

} Диапазон частот: 7 ~ 13 ГГц
} Усиление на приём: 5 дБ
} Усиление на передачу: 5 дБ
} Усиление в полосе: 2 дБ
} Коэффициент стоячей волны: 2
} Коэффициент шума: 15 дБ
} Напряжение питания: 3.3 В
} Тип корпуса: кристалл, 5.06×6.36 мм

Формирователь луча для фазированной антенной решетки BSTCC33-0713S.
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ADF4108S(ADI) B4106RH

 Оригинал  Аналог

Частота, ГГц 1–7 0.5–5.8

Нормированный фазовый шум, дБц/Гц –223 –219

Тип интерфейса Последовательный Последовательный 

Данные о радиационной стойкости TID: 50 крад(Si)

TID: 100 крад(Si)

2SEL: ≥75 МэВ·см /мг

2SEFI: ≥10 МэВ·см /мг

ESD (HBM) / 2000 В

Корпус FP16 FP16

Напряжение питания, В 3.2–3.6 3.1–3.6

Ток потребления, мА 17 18

Диапазон рабочих температур, ℃ –55…+125 –55…+125 



ВЧ/СВЧ-КОМПОНЕНТЫ

 Компания предоставляет корпусированные и бескорпусные решения в частотном диапазоне до 
60 ГГц с возможностью кастома, работы по ТЗ заказчика, а также комплексные решения для 
ВЧ-тракта по технологии GaAs и GaN
Список продукции:

Переключатель NDNC02006 (Аналог TGS2353 Qorvo)

 
Компания предоставляет модульные решения с волноводными и коаксиальными выводами в 
частотном диапазоне до 120 ГГц
 Список продукции: 

} Усилители 
} Переключатели 
} Фазовращатели 
} Линии задержки 
} Аттенюаторы 

} Ограничители 
} Делители мощности 
} Ответвители 
} Транзисторы 
} Драйверы контроля ВЧ-микросхем

}  Усилители 
} Фильтры
}  Делители
}  Циркуляторы
}  Изоляторы
}  Ответвители 

} Ограничители 
} Фильтры
}  Смесители
}  Переключатели
}  Умножители/делители частоты
}  Антенны

Гибкая возможность кастома с минимальным количеством для внесения изменений или новой 
разработки под ТЗ заказчика – 5–10 шт 
Технические параметры: 
} Частотный диапазон: DC–260 ГГц

Типы выводов:
◦  Волновдоные: WR-10, WR-12, WR-15, WR-28, WR-42, WR-62, WR-75, WR-90, WR-112, 

WR-137, WR-187, WR-430, WRD-350, WRD-650, WRD-750
◦ -Коаксиальные: 0.8 мм, 1 мм, 1.35 мм, 1.85 мм, 2.4 мм, 2.92 мм, 3.5 мм, 7 мм, SSMP, 

SMA, Quick SMA, N, SMP, TNC, L16, BMA, SC, 7/16, SMB, L27, L12, BNC, LC, MCX, QMA и 
т. д.

} Выходная мощность усилителей: до 1000 Вт
} Мощность циркуляторов: до 3500 Вт
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ВЧ/СВЧ-КОМПОНЕНТЫ

Компания предоставляет решения в частотном диапазоне до 50 ГГц по технологиям GaN и 
GaAs, а также сертификаты о прохождении испытаний на радиационную стойкость
Список продукции: 

BRGM060015PG BRGP025250PND

+
} Усилители
} Аттенюаторы 
} Смесители 

} Переключатели 
} Эквалайзеры 
} Детекторы/Транзисторы
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Vd= 48 В Частота, МГц 1200 1300 1400 1500 1600

Vd= 48 В Psat, дБм 56.6 56.8 56.5 56.7 57.1

Vd= 48 В Pin, дБм 25 23.6 22.7 24.4 23.3

Vd= 48 В Gp, дБ 31.6 33.2 33.8 32.3 33.8

Vd= 48 В ID, мА 1594 1486 1460 1596 1825

Vd= 48 В PAE, % 59.7 67.1 63.7 61.0 58.5

Тестирование линейного усиления (длительность импульса 10 мкс, скважность 10)

Дискретные компоненты в радиационно стойком исполнении:

ДИСКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Являются pin-to-pin заменой семейства R6 компании International 
Rectifier. 
При этом C100N45T5H/C250N45T5H превосходят транзисторы R6 как 
по стойкости к радиации, так и по электрическим параметрам.

} Выпрямительные диоды
} Диоды Шоттки
} Диоды регулировки напряжения

} NPN- и PNP-транзисторы
} Полевые транзисторы
} Аналоги International Rectifier

Радиационно стойкие полевые транзиторы C100N45T5H/C250N45T5H

Партномер C100N45T5H C250N45T5H

Напряжение сток-исток, VDS 100 В 250 В

Ток стока, ID 45 A 45 A

Сопротивление, RON 9.5 мОм 32 мОм

Общая мощность, Ptot 200 Вт 200 Вт

Температурный диапазон –55…+150 °С –55…+150 °С�



} Размеры: 140×125×212 мм
} Масса: 4700 г
} Поле зрения: 5.5°×5.5°
} Точность определения: <0.3´´
} Чувствительность: 10 Mv
} Интерфейс: RS422/CAN
} Энергопотребление: 3.5 Вт
} Общая доза излучения (TID): 50 крад (Si)
} Срок службы: 7 лет

} Звездные датчики
} Гироскопы 
} Двигатели-маховики

} Магнитометры
} Солнечные панели
} Литий-ионные батареи

Звездный датчик SHA1 для сверхточного определения положения в пространстве.

Двигатель-маховик 12 Nms

} Максимальный импульс: ≥12 Nms@5500rpm
} Максимальный крутящий момент: ≥200 mNm
} Точность контроля скорости: до ±1 rpm
} Точность контроля тока: до ±1 мА
} Интерфейсы: RS422/CAN
} Размеры: 260×260×130 мм
} Масса: 6.2±0.3 кг

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ И БЛОКИ

 Гироскоп GSM2

} Диапазон измерения: 400 °/с
} Нестабильность смещения: <0.1 °/ч
} Интерфейс: Rs422
} Напряжение питания: 5 В
} Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C
} Размеры: 35×33.5×25.5 мм

Магнитоуправляемый актуатор 75 Am2-B

2
} Номинальный магнитный момент: ≥75 A·м
} Остаточный магнитный момент: ≤1%
} Напряжение питания: 12 В
} Энергопотребление: ≤6.7 Вт
} Рабочий температурный диапазон: –20…+50 °C
} Масса: 2.2±0.1 кг
} Размеры: 320×60×57 мм
} Срок службы: ≥ 5 лет
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Радиационно стойкие датчики изображения от компании Shanghai company 

Shanghai company
of Chinese Academy of Science

Партномер Тип затвора
Размер 
пикселя

Разрешение Размер
Тип FSI или 

BSI
Цветораспо

знавание
Максимальная 
частота кадров

АЦП (бит)

ASROO3 Rolling shutter 39.6 um 0.32M (512×640) 2 дюйма BSI
Черный и 

белый

2400fps@12bit 
1400fps@14bit 
8900fps@8bit

8/12/14

ASR043 Rolling shutter 5.94 um 4M (2048×2048) 1 дюйм BSI
Черный и 

белый

100fps@10bit, 
30fp5@HDR@1

2bit
10/12

ASG043 Global Shutter 5.5 um 4M (2048×2048) 1 дюйм FSI
Черный и 

белый
180fps@10bit; 
37fps @ 12bit

10/12

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

ПЗС- и КМОП-матрицы видимого спектра от компании BEST 

} Линейные ПЗС-матрицы: 3072×1, 12000×1 для широкополосного 
сканирования, динамического сканирования высокого разрешения

} ПЗС-матрицы от 300×400 до 4096×4096 для звездных датчиков, сьемки 
при слабом освещении. Характеризуются высокой квантовой 
эффективностью и высоким коэффициентом усиления

} КМОП-матрицы от 1024×1024 до 8372×9300

ПЗС-матрица с технологией временной задержки: 5 µm TDICCD

Стойкость по накопленной дозе TID: ≥20 крад (Si),

Значение

Параметр Панхром Мультиспектр

Количество спектральных сегментов 1 4

Разрешение 6144 1536

Размер пикселя, мкм 5×5 20×20

Скорость передачи данных за один проход, МГц ≤25 ≤25

Скорость передачи данных по линии, кГц ≤26 ≤6.5

Емкость потенциальной ямы, ke- ≥50  ≥360

Динамический диапазон ≥1850:1 ≥4000:1

Эффективность горизонтального преобразования заряда ≥0.99999 ≥0.99999

Эффективность вертикального преобразования заряда ≥0.99995 ≥0.99990
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Инфракрасные камеры и датчики от компании BEST 

} Спектральный диапазон отклика: SWIR / MWIR / LWIR
} Разрешение 320×256, 640×512, 1280×1024
} Мультиспектральные: конфигурация с 2 диапазонами: SW/MW; 

4 диапазонами: SW/MW, LW/LW; 8 диапазонами: MW/LW
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Охлаждаемые детекторы от компании BEST

BSTMWA-320×256/30µm BSTMWA-640×512/15μm

Разрешение 320×256 640×512

Размер пикселя 30 мкм 15 мкм

Апертура F# 0,86 1.87

Диапазон спектрального отклика 3~5 мкм

Средняя температурная чувствительность, NETD 
при 50% well, 20 °C

≤15 мК ≤20 мК

Количество выходных каналов 1 или 4 4

Неравномерность распределения мощности ≤7,5%

Питание кулера 24 В DC

Потребляемая мощность кулера ≤18 Вт при 60 ℃

Потребляемая мощность в стабильном состоянии ≤6 Вт при 60 ℃

Время охлаждения ≤8 мин при 60 ℃

Вес ≤570 г

MTTF ≥8000 часов

Срок хранения ≥10 лет



ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
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GHOPTO

Надежный китайский производитель с полным циклом производства матриц коротковолнового 
ИК-диапазона (от эпитаксии до герметичных корпусов), модулей и оптики.

Список продукции: SWIR-матрицы, высокоскоростные модули, охлаждаемые модули высокого 
разрешения, ИК-объективы.

InGaAs-матрицы коротковолнового ИК-диапазона

Материл: InGaAs
Спектральный диапазон: 0,9–1,7 мкм (расш. 0,4–1,7 мкм)

Разрешение/Шаг/Максимальная частота кадров: 
320×256 пикс /15 мкм / до 500 Гц
640×512 пикс /15 мкм / до 300 Гц
1280×1024 пикс /15 мкм / до 100 Гц
Квантовая эффективность: > 70% (1,0–1,6 мкм)
Тип считывания: Snapshot, ITR/IWR/CDS
Корпус: герметичный 24-pin DIP, 28-pin DIP, 30-pin DIP

Ключевые преимущества:
} Высокая чувствительность и низкий шум
} Расширенный диапазон до 0,4 мкм (видимый + SWIR)
} Высокая частота кадров для динамичных задач
} Полная герметичность и надежность. Идеально подходит для 

экстремальных условий

Параметр GHCT-SW640-CL GHCT-SW640-GigE GHCT-SW640-U3

Спектральный диапазон
0.9–1.7 мкм
0.4 – 1.7 мкм

Разрешение 640×512 пикс.

Шаг пикселя 15 мкм

Частота кадров 500 Гц / 700 Гц / 1000 Гц 125 Гц / 145 Гц / 180 Гц 550 Гц

Время интеграции 16 мкс – 1 с 25 мкс – 5 с 16 мкс – 1 с

Интерфейс Dual CameraLink GigE Vision USB 3.0

Потребляемая мощность
8.4 Вт (TEC off) / < 16 Вт 

(TEC on)
8.4 Вт (TEC off) / < 16 Вт 

(TEC on)
—

Высокоскоростная SWIR-камера GHCT-SW640



GHOPTO

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Высокоскоростные/высокого разрешения SWIR-камеры
GH-SW1280-GigE и GH-SW500T-10G серии

Параметр GH-SW1280T-GigE GH-SW500T-10G

Спектральный 
диапазон

0.4–1.7 мкм 0.4–1.7 мкм

Разрешение 1280×1024 пикселей 2592×2056 пикселей

Шаг пикселя 5 мкм 3.45 мкм

Эффективная площадь 6.4×5.12 мм (диагональ 8.2 мм) 8.96×7.09 мм (диагональ 11.4 мм)

Частота кадров
До 89 fps (в режим сверхвысокой 

скорости до 134 fps)
134 fps

Время экспозиции
Ультракороткое: 3–100 мкс
Стандартное: 13 мкс – 1 с

Ультракороткое: 8–100 мкс
Стандартное: 21 мкс – 1 с

SNR 50.4 дБ 46.4 дБ

АЦП 8 бит / 10 бит / 12 бит 10 бит / 12 бит

Пиксельное 
объединение

1×1, 1×2, 2×1, 2×2
1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 

4×4

Интерфейс GigE PoE 10GigE

Потребляемая 
мощность

13 Вт 10.5 Вт

Охлаждение TEC TEC

} Компактные размеры, малый вес, низкое энергопотребление
} Улучшенная стабилизация температуры детектора
} Автоматическая регулировка усиления и контраста 
} Встроенная коррекция неоднородности (NUC)
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Один из ведущих мировых производителей охлаждаемых инфракрасных детекторов. 
Специализируется на HgCdTe (MCT) и T2SL (Type II Superlattice) технологиях. Полный цикл 
производства — от очистки элементов и молекулярно-лучевой эпитаксии до вакуумной упаковки 
и IDCA (Integrated Detector Cooler Assembly).
Список продукции: охлаждаемые MWIR/LWIR-детекторы, неохлаждаемые инфракрасные 
детекторы, Plug&Play-модули.

Охлаждаемые MWIR/LWIR-детекторы

}  Высокая квантовая эффективность и чувствительность 
}  Низкий шум, отличная однородность 
}  Dual-color — снижение ложных срабатываний, сильная проникаемость 

через дым/пыль/туман 
}  T2SL-технология — выше рабочая температура без потери качества 
}  Интерфейс: стандартный (GigE, CameraLink и др. в модулях)

 Параметр C1212M MWIR C615S LWIR

Материал HgCdTe (MCT) T2SL

Разрешение 1280×1024 пикс. 640×512 пикс.

Шаг пикселя 12 мкм 15 мкм

Спектральный диапазон 3.7–4.8 мкм (MWIR) 7.7–9.5 мкм (LWIR)

Температура FPA ≤ 80–90 K ≤ 80 K

NETD ≤ 20–25 мК (F/2–F/4) ≤ 35 мК (F/2); ≤ 25 мК

Динамический диапазон ≥ 75–80 дБ ≥ 75 дБ

Выходные каналы 4 4

Охлаждение RS058/RS079 RS058/RS079

Время охлаждения ≤ 7–8 мин (от 20 °C) ≤ 7.5 мин (от 20 °C)

Потребляемая мощность ≤ 14–17 Вт ≤ 14 Вт (max)

Вес < 600 г < 600 г

Габариты IDCA ~149×58.5×71 мм ~142×58×71 мм
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

Неохлаждаемые VOx-микроболометры

} Высокая тепловая чувствительность
} Высокая стабильность эксплуатационных параметров
} Продолжительный срок службы
} Высокое пространственное разрешение и контрастность
} Выдающаяся адаптивность к сложным экологическим факторам

Параметр GST612M GST1212M

Материал VOx VOx

Разрешение 640×512 пикс. 1280×1024 пикс.

Шаг пикселя 12 мкм 12 мкм

Спектральный диапазон 8–14 мкм (LWIR) 8–14 мкм (LWIR)

NETD ≤ 40 мК ≤ 50 мК

Частота кадров 50 Гц 50 Гц

АЦП 14 бит 14 бит

Корпус Металлический Металлический

Встроенное охлаждение TEC TEC

Потребляемая мощность ≤220 мВт ≤350 мВт

Размер 30×19,8×7,32 мм 45×28.5×8 мм

Вес < 20 г < 57 г

Рабочая температура –40°К~+85 °С -40°К~+85 °С
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Фотоэлектропреобразователи TJ30BS-4080

} Материал подложки: Ge
} Основной материал: GaInP/GaAs/Ge
} Антиотражающее покрытие: TiOx/Al2O3
} Размеры: 40×80 мм, 60×120 мм, 67×138 мм, по ТЗ заказчика
} Толщина: 180 ±20 мкм
} Средняя плотность: ≤ 110 мг/см²
} Орбиты: ГСО, НОО, МЕО

Li-ion батареи и ячейки

INR50

Разработаны для геостационарных, среднеорбитальных, а также мощных низкоорбитальных
спутников мощностью от 5 до 20 кВт с требуемым напряжением платформы до 100 В.

} Начальная емкость: ≥56 Aч @ 4.2 В, 0.69C, 20 ℃
} Рабочее напряжение: 2.75~4.2 В
} Ресурс: 80% ДОД 2025 циклов
} Удельная энергоёмкость: ≥ 230 Вт/кг

Значение в 
начале 

жизненного цикла

Значения при флюэнсе

14 2
1×10  e/cm 14 25×10  e/cm

15 2
1×10 e/cm

Средняя эффективность 
фотоэлектрического преобразования

% 30.0 28.8 27.0 25.8

Ток КЗ, Jsc 
2мA/cm 17.5 17.4 16.8 16.3

Напряжение открытой цепи, Voc V 2.75 2.64 2.58 2.53

Ток максимальной нагрузки, Jm 
2

мA/cm 16.6 16.4 16.0 15.5

Напряжение максимальной нагрузки,  
Vm 

В 2.45 2.38 2.28 2.25

Тока КЗ,  Jsc 2
μA/cm /℃ 12.0 

Напряжения открытой цепи, Voc мВ/℃ –5.6 

Тока максимальной нагрузки, Jm 2
μA/cm /℃ 9.0 

Напряжения максимальной нагрузки,  Vm мВ/℃ –5.8 
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2AM0 1353 Вт/м ，T=25 ℃

Температурные градиенты (в диапазоне 20-80 °С)

INR18650, INR21700

} Ресурс: 30% ДОД до 28 000 циклов
} Удельная энергоемкость: до 240 Вт/кг

Модули управления

} Блок кондиционирования питания (PCU)
} Блок обработки питания (PPU)
} Блок распределения питания (PDU)
} Блок управления батареей (BMU)

INR33650, INR33107

} Ресурс: 40% ДОД 40 000 циклов
} Удельная энергоемкость: до 215  Вт/кг



Для заметок





www.vppit.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36

